LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Laboratorium

Instrukcja do ¢wiczenia nr 7

Temat: Efekt elektrooptyczny



1.Wstep.
Zjawisko elektrooptyczne polega na wytwarzaniu zmian:
* wspoélczynnika zatamania,
* wspotczynnika absorbcji,
* charakterystyki rozpraszania

w wyniku dzialania zmiennych pol elektrycznych.

Szczegdlnie duze znaczenie ma grupa zjawisk zwiazanych ze zmianami wspolczynnika
zatamania An.
An=a,[E™ |, m=1,2...

E — natgzenie pola elektrycznego,
am — WspOlczynnik

Zmiany wspotczynnika zatamania proporcjonalne do drugiej i wyzszych poteg przylozonego
pola elektrycznego E, zaobserwowano we wszystkich rodzajach materialow 1 wszystkich
stanach skupienia.

Zmiana An dla m = 2, efekt elektrooptyczny drugiego rzedu nosi nazwe zjawiska Kerra.
Najwigksza popularno$¢ zdobyt obecnie liniowy efekt elektrooptyczny m = 1, nazwany
efektem Pockelsa. Wystgpuje on w krysztatach odznaczajacych si¢ w peini symetryczna
struktura krystalograficzna. Sa to wylacznie krysztaly piezoelektryczne (mechaniczne
odksztatcenie si¢ krysztalu pod wptywem przytaczonego pola elektrycznego lub odwrotnie).
Ze wzgledu na wzajemne przestrzenne usytuowanie wiazki $wietlnej wektora pola

elektrycznego E, dzielimy efekty elektrooptyczne na:
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Krysztaty LiNbO, (niobianu litu) odgrywaja obecnie wiodaca rolg w technice $wiatta

koherentnego.

W naszym dos$wiadczeniu stosujemy krysztal KH,PO, (w skrécie KDP), ktorego wihasnosci

optyczne i elektrooptyczne sa nastgpujace:

* wspotczynnik zatamania (zwyczajny), A =632,8 nm 0O ny=1.508
* wspotczynnik zatamania (nadzwyczajny), A = 632,8 nm [ n.=1.476
* wspodlczynnik elektrooptyczny dla najczgsciej stosowanej konfiguracji:

I3 =10.3 00" m/V T — oznacza state naprezenie
1= 9.7 00" m/V s — oznacza state odksztatcenie

I'4T1 =R.77 D]O-12 m/V

* napigcie ¢wieréfalowe, A = 6943 nm [ Up,=6.4kV

Wartosc n. jest ekstremalna. Krysztat KDP jest jednoosiowym krysztalem optycznie ujemnym

(n. <n,). Wykazuje on niewielka naturalng dwojtomnos¢ (n. - n,).

Wzgledne natgzenie $wiatla na wyjsciu ukladu jest zatem w prosty sposob zwiazane z

wartos$cia napigcia U.
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2. Przebieg ¢wiczenia.

Wiazka lasera pada na komodrke Pockelsa (zastosowanie polaryzatora P nie jest konieczne;
stuzy on raczej do ustalenia kierunku istniejacej polaryzacji liniowej wiazki lasera), a

nastgpnie przez analizator A osiaga fotodetektor D.
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Uklad do badania zalezno$ci natgzenia $wiatta od wartosci U napigcia modulujacego.




Tabelka pomiarowa.

Lp. U Lwyj Luyi/Twe;
- [V] [mA] -

Postugujac si¢ wzorem obliczamy wartos¢ napigcia U, przy ktorym roznica faz Ar wynosi
/2.

Jest ono rzedu kilku kV. Zastosowany w uktadzie zasilacz powinien umozliwia¢ zmiang
napigcia w sposob ciagly lub skokowy od 0 do okoto 10 kV.
Wykreslamy zalezno$¢ I,/ L od réznicy faz Ar, czyli od warto$ci napigcia na elektrodach.
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